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gang eine höhere Spannung ansteht (Ab-
bildung 2b).

Die Höhe der Ausgangsspannung wird
durch das Tastverhältnis, mit dem der Schal-
ter „T 1“ geschaltet wird, bestimmt. Bei
einem Tastverhältnis von 50 % ergibt sich
am Ausgang eine Spannungsverdopplung.
Rein rechnerisch ist die zugeführte Leis-
tung (Eingangsspannung x Eingangsstrom)
genauso groß wie die durch RL entnom-
mene Leistung (Ausgangsspannung x Aus-
gangsstrom). Bedingt durch Verluste, die
insbesondere durch die Spule L 2 und den
Spannungsabfall über D 2 hervorgerufen
werden, ergibt sich aber noch immer ein
Wirkungsgrad von bis zu 90 %.

Die Regelung des Tastverhältnisses wird
von der Steuerelektronik, dem Schaltreg-
ler IC 1, realisiert. Hierzu wird die Aus-
gangsspannung  über den Spannungsteiler,

Bild 1: Schaltbild des Step-up-Wandlers

Bild 2:
Funktionsweise
eines Step-up-
Wandlers

bestehend aus  R 5 und R 4, gemessen und
mit der internen Referenz (1,25 V) vergli-
chen – also findet hier ein Soll-Wert/Ist-
wert-Vergleich statt. Das Tastverhältnis
wird von IC 1 so weit nachgeregelt, bis die
Spannung an Pin 7 von IC 1 genau 1,25 V
entspricht. Der Spannungsteiler ist so di-
mensioniert, dass sich eine Ausgangsspan-
nung von genau 24 V ergibt. Die Arbeits-
frequenz des Schaltreglers IC 1 beträgt
ca. 70 kHz und wird von den Bauteilen
R 3 und C 10 bestimmt.

Die Entstörfilter (L 1 und L 3) am Ein-
und Ausgang sind notwendig, um geltende
EMV-Bestimmungen zur Aussendung von
Störstrahlungen einzuhalten.

Nachbau

Die Platine wird bereits mit SMD-Bau-
teilen bestückt geliefert, so dass nur die

bedrahteten Bauteile bestückt werden müs-
sen und der mitunter mühsame Umgang mit
den kleinen SMD-Bauteilen somit entfällt.
Hier ist lediglich eine abschließende Kont-
rolle der bestückten Platine auf Bestückungs-
fehler, eventuelle Lötzinnbrücken, verges-
sene Lötstellen usw. notwendig.

Die Bestückung der bedrahteten Bautei-
le erfolgt in gewohnter Weise anhand der
Stückliste und des Bestückungsplans. Die
Bauteilanschlüsse werden entsprechend
dem Rastermaß abgewinkelt und durch die
im Bestückungsdruck vorgegebenen Boh-
rungen geführt. Nach dem Verlöten der
Anschlüsse auf der Platinenunterseite (Löt-
seite), werden überstehende Drahtenden
mit einem Seitenschneider sauber abge-
schnitten, ohne die Lötstelle selbst dabei
zu beschädigen.

Hierbei sollte man mit größter Sorgfalt
vorgehen, denn die Schaltung arbeitet spä-
ter mit hohen  Eingangsströmen von bis zu
7 Ampere! Eine gute Orientierungshilfe
für die Bestückung gibt auch das Platinen-
foto.

Beim Einsetzen der Halbleiter (Transis-
toren und Dioden) sowie der gepolten Kon-
densatoren (Elkos) ist auf die richtige Ein-
baulage bzw. die richtige Polung zu achten.
Die Elkos sind am Pluspol gekenzeichnet,
die Einbaulage der Halbleiter ergibt sich aus
dem Platinendruck. Letztere sind vor dem
Verlöten an einen Kühlkörper zu montie-
ren, wie folgend beschrieben.

Der Schalttransistor T 1 sowie die Diode
D 2 müssen gekühlt werden und sind des-
halb mit einem entsprechenden Kühlkörper
zu versehen. Die Befestigung am Kühlkör-
per (vor dem Verlöten der Anschlüsse) er-
folgt mit jeweils einer Schraube  M 3 x 8 mm,
einer Fächerscheibe und einer M3-Mutter.
Der Widerstand R 7 besteht aus einem
Manganindrahtabschnitt. Dieser wird mit
einem Gewebeisolierschlauch überzogen,
auf Rastermaß abgewinkelt und plan auf
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